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При накачке инверсной населенности мощным пикосекундным импульсом света в GaAs возникает интенсивное стимулированное краевое излучение. Используя спектрофотохронометрический лазерный комплекс, в котором в качестве измерительного устройства применялась пикосекундная электронно-оптическая камера PS-1/S1 (производства ИОФ им. А.М. Прохорова РАН), проведены прямые измерения изменения интенсивности излучения со временем [1]. В подтверждение представления, созданного ранее на основании косвенных признаков, обнаружено следующее. 
Излучение возникало, и его интенсивность возрастала с пикосекундной задержкой относительно фронта импульса накачки, рис.1. Задержка соответствовала её оценке, сделанной в предположении, что излучение является стимулированным. 
Релаксация излучения была экспоненциальной. Характерное время релаксации интегрального по спектру излучения 
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 пс совпадало с расчетным характерным временем релаксации плотности электронно-дырочной плазмы (ЭДП) 
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использовалось время остывания ЭДП при наличии стимулированного излучения, рассчитанное в [2]. Таким образом, релаксация излучения так же, как и создаваемая излучением, изучавшаяся в [3] релаксация плотности ЭДП, определяется остыванием ЭДП. 
Характерное время релаксации различных спектральных компонент излучения, задержка их разгорания, длительность импульса отдельной спектральной компоненты излучения являются немонотонными функциями энергии фотона излучения. 
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Рис. 1. Зависимости от времени: интенсивности импульса накачки Iex (1); интенсивности Is спектральной компоненты (� EMBED Equation.3  ���нм) стимулированного излучения (2). Отн. ед., в которых были измерены Iex и Is, различны.
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